DISENO DE CIRCUITOS INTEGRADOS | (48 hrs.)
Profesor: Dr. Mario Alfredo Reyes Barranca

OBJETIVO: Introducir al alumno en la tecnologia MOS de los circuitos integrados de muy alto
nivel de integracidn (VLSI), para que comprenda los diferentes aspectos tecnoldgicos que
intervienen en el funcionamiento de un dispositivo MOS, y de este modo saber caracterizarlo y
utilizar su modelo en la concepcidn de circuitos basicos.

Contenido:
TEMA 1: INTRODUCCION.

1.1 Disefo de Circuitos Integrados Analdgicos.
1.2 Notacién, simbologia y terminologia.

TEMA 2: TECNOLOGIA CMOS.

2.1 Procesos de fabricacion de dispositivos MOS.

2.2 Transistor MOS.

2.3 Componentes pasivos.

2.4 Consideraciones geométricas para los Circuitos Integrados.

TEMA 3: MODELADO DE CIRCUITOS ANALOGICOS CMOS.

3.1 Modelo simple a gran sefial para el transistor MOS.

3.2 Modelo a pequefia sefial para el transistor MOS.

3.3 Modelo de subumbral del transistor MOS.

3.4 Uso de la computadora para la simulacion del transistor MOS.

TEMA 4: CARACTERIZACION DE LOS DISPOSITIVOS CMOS.

4.1 Aspectos geométricos de la caracterizacion.

4.2 Caracterizacion mediante el modelo MOS simple y el modelo extendido.
4.3 Caracterizacion de componentes resistivos.

4.4 Caracterizacion de capacitancias.

TEMA 5: CIRCUITOS ANALOGICOS CMOS.

5.1 Interruptor MOS.

5.2 Cargas activas.

5.3 Fuentes de corriente.
5.4 espejos de corriente.

-



TEMA 6: AMPLIFICADORES CMOS.

6.1 Inversores.

6.2 Amplificadores diferenciales.
6.3 Amplificadores cascode.

6.4 Etapas de salida.
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